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１．概要（Summary） 

ハロゲン化金属ペロブスカイト型半導体は安価で高効

率な薄膜太陽電池吸収材料として非常に期待されている。

しかしながら、そのハロゲン化物イオンのイオン移動(イオ

ン伝導)のために、電気伝導が明確に理解されていない。

電気伝導を正確に理解するために、単結晶と多結晶薄膜

の両方に形成する数µm 程度の間隔を有する電極が不可

欠である。そこで本報告では電極形成用のフォトマスクを

電子線リソグラフィー装置を用いて作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 

マスク・ウエーハ自動現像装置群 

塩素系 ICP エッチング装置 

 

【実験方法】 

 Fig. 1 に示すような電極を設計した。左右の電極は電圧

印加用とし、上下の電極は電流検出用とした。多結晶薄

膜のグレインサイズである数 100 nm に対して、左右と上

下の電極間距離を 10 µmから 50 µmの 5種類を用意した。

pythonを用いてgds IIファイルを作製し、電子線描画装置

F5112 を用いて 5 インチマスクに描画した。その後、現像

装置 EVG101 を用いて現像した後に、ホットプレート上で

180℃で 3 分間ポストベークをした。塩素系 ICP エッチン

グ装置 ULVAC CE-S を用いてクロム層をエッチングして

フォトマスクの完成とした。顕微鏡で電極間距離を確認し

たところ、所望のサイズのフォトマスクが形成できた。今後

はハロゲン化金属ペロブスカイト型半導体に電極を作製

する。 

 

 
Fig. 1 Schematic image of a fabricated electrode 
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